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望の特性を得ることが可能である。
図1に，波長850 nm帯酸化層閉じ込め型VCSELの断面模
式図を示す5)。p型GaAs基板上に，p型のAl

素子構造の最適化
表1に，4.25 Gbps VCSEL TOSAの仕様の一部を示す。今
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